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(57) Hauptanspruch: Integrierter Halbleiterspeicher mit takt-
gesteuertem Speicherzugriff
– mit mindestens einem Datenanschluss (DQ0) zur Ein-/Aus-
gabe eines Datums (D0),
– mit einem Speicherzellenfeld (100) mit Speicherzellen
(0, ..., 15) zur Speicherung von Daten (D0, ..., D15),
– mit einer Takterzeugerschaltung (30) zur Erzeugung eines
Taktsignals (CLK),
– mit einer Speicherschaltung (20) zur Speicherung eines
Datums (D0, ..., D15),
– mit einer Steuerschaltung (40) zur Steuerung eines Spei-
cherns von Daten (D0, ..., D15) in die Speicherschaltung (20)
und zur Steuerung einer Ausgabe von Daten (D0, ..., D15)
aus der Speicherschaltung (20),
– bei dem die Speicherschaltung (20) mit dem Speicherzel-
lenfeld (100) und mit dem mindestens einen Datenanschluss
(DQ0) verbunden ist,
– bei dem die Steuerschaltung (40) die Speicherschaltung
(20) derart ansteuert, dass bei einem Schreibzugriff auf die
Speicherzellen des Speicherzellenfeldes ein der Speicher-
schaltung (20) von dem mindestens einen Datenanschluss
(DQ0) zugeführtes erstes Datum (D0) zu einer ersten...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen integrierten Halb-
leiterspeicher mit taktgesteuertem Speicherzugriff,
bei dem Daten bei einem Schreib-/Lesezugriff in einer
Speicherschaltung zwischengespeichert werden, be-
vor sie einem Speicherzellenfeld/Datenanschlüssen
zugeführt werden. Des Weiteren betrifft die Erfindung
ein Verfahren zum Betreiben eines integrierten Halb-
leiterspeichers mit taktgesteuertem Speicherzugriff,
bei dem Daten bei einem Schreib-/Lesezugriff in einer
Speicherschaltung zwischengespeichert werden, be-
vor sie einem Speicherzellenfeld/Datenanschlüssen
zugeführt werden.

[0002] Ein integrierter Halbleiterspeicher, beispiels-
weise ein DRAM (Dynamit Random Access Memory)
-Halbleiterspeicher umfasst im Allgemeinen mehre-
re Speicherzellenfelder beziehungsweise Speicher-
bänke, in denen Speicherzellen matrixartig entlang
von Wort- und Bitleitungen angeordnet sind. Bei ei-
nem Zugriff auf eine Speicherzelle wird zunächst ei-
ne Adresse, die der Speicherzelle zugeordnet ist,
an den integrierten Halbleiterspeicher angelegt. An-
schließend wird mittels eines Wortleitungstreibers ei-
ne Steuerspannung auf die Wortleitung, an die die
adressierte Speicherzelle angeschlossen ist, einge-
speist. Dadurch wird bei einem DRAM-Speicher ein
Auswahltransistor der adressierten Speicherzelle lei-
tend gesteuert, so dass ein Speicherkondensator der
Speicherzelle leitend mit der an die Speicherzelle an-
geschlossenen Bitleitung verbunden ist. Über die Bit-
leitung können in Abhängigkeit von einem Schreib-
oder Lesezugriff Daten in der adressierten Speicher-
zelle abgespeichert beziehungsweise aus der adres-
sierten Speicherzelle ausgelesen werden.

[0003] Fig. 1 zeigt eine Speicherbank 100, die in vier
Bereiche Q1, Q2, Q3 und Q4 eingeteilt ist. In jedem
der Bereiche befinden sich Speicherzellen, die ent-
lang von Wort- und Bitleitungen angeordnet sind. Aus
Gründen der besseren Übersicht sind die Wort- und
Bitleitungen in Fig. 1 nicht dargestellt.

[0004] Der in Fig. 1 dargestellte Halbleiterspeicher
weist zur Datenein- und -ausgabe 16 Datenanschlüs-
se DQ0, ..., DQ15 auf, die über einen Bus IB mit
einer Speicherschaltung 20 verbunden sind. Bei ei-
nem Schreibzugriff werden die Daten, die an die Da-
tenanschlüsse DQ0, ..., DQ15 angelegt worden sind,
zunächst an die Speicherschaltung 20 weitergelei-
tet und in der Speicherschaltung 20 zwischengespei-
chert, bevor sie zur Speicherung in den Speicher-
zellen dem Speicherzellenfeld 100 zugeführt werden.
Die Speicherschaltung 20 ist dazu über einen Bus IB
mit den Datenanschlüssen und über einen Datenbus
DB mit dem Speicherzellenfeld verbunden. Der Bus
IB ist bei einem DDR (Double Data Rate) II DRAM
beispielsweise als ein 16 Bit breiter paralleler Bus
ausgebildet, wohingegen der Datenbus DB als ein

64 Bit breiter paralleler Bus ausgebildet ist. Ausge-
hend von einem in Fig. 1 vertikal verlaufenden Haupt-
buszweig des Datenbusses DB verzweigen sich die
Leitungen des Datenbusses und führen zu Speicher-
zellen in den einzelnen Bereichen der Speicherbank
100.

[0005] Bei einem Schreibzugriff werden beispiels-
weise Daten, die an den Datenanschlüssen DQ0,
DQ1, DQ2 und DQ3 anliegen in Speicherzellen 0, 1, 2
und 3 abgespeichert, die in dem Bereich Q1 der Spei-
cherbank 100 angeordnet sind. Daten, die an den Da-
tenanschlüssen DQ4, DQ5, DQ6 und DQ7 anliegen,
werden über den Datenbus DB in Speicherzellen 4, 5,
6 und 7, die in dem Bereich Q2 angeordnet sind, ge-
speichert. Daten, die an den Datenanschlüssen DQ8,
DQ9, DQ10 und DQ11 beziehungsweise an den Da-
tenanschlüssen DQ12, DQ13, DQ14 und DQ15 an-
liegen, werden über den Datenbus in Speicherzellen
8, 9, 10 und 11 in dem Bereich Q3 beziehungsweise
in Speicherzellen 12, 13, 14 und 15 in dem Bereich
Q4 des Speicherzellenfeldes 100 gespeichert.

[0006] Bei einem Lesezugriff werden entsprechend
dem Schreibzugriff Daten aus den Speicherzellen 0,
1, 2, 3 im Bereich Q1 über den Datenbus DB, die
Speicherschaltung 20 und den Bus IB den Datenan-
schlüssen DQ1, DQ2 und DQ3 zugeführt. Daten aus
den Speicherzellen 4, 5, 6 und 7 aus dem Bereich Q2
werden den Datenanschlüssen DQ4, DQ5, DQ6 und
DQ7, Daten aus den Speicherzellen 8, 9, 10 und 11
aus dem Bereich Q3 werden den Datenanschlüssen
DQ8, DQ9, DQ10 und DQ11 und Daten, die in Spei-
cherzellen 12, 13, 14 und 15 im Bereich Q4 abge-
speichert worden sind, werden den Datenanschlüs-
sen DQ12, DQ13, DQ14 und DQ15 zugeführt.

[0007] Fig. 2 zeigt ein Zeitdiagramm von Datenströ-
men Data0, Data1, Data2 und Data3, die in Spei-
cherzellen in den vier Bereichen der Speicherbank
100 abgespeichert werden. Der Datenstrom Data0
umfassen dabei Datenpakete Data0a und Data0b.
Der Datenstrom Data1 umfasst die Datenpakete
Data1a und Data1b. Der Datenstrom Data2 enthält
die Datenpakete Data2a und Data2b und der Daten-
strom Data3 umfasst die Datenpakete Data3a und
Data3b. Die Datenpakete Data0a, Data1a, Data2a
und Data3a umfassen jeweils Daten D0, ..., D7, die
an den Datenanschlüssen DQ0, ... DQ7 anliegen. Die
Datenpakete Data0b, Data1b, Data2b und Data3b
umfassen Daten, die an den Datenanschlüssen DQ8,
DQ15 anliegen.

[0008] Beim Beschreiben des Speicherzellenfeldes
werden zunächst Daten D0, ..., D15 an die Datenan-
schlüssen DQ0, ..., DQl5 angelegt. Diese werden von
an den Datenanschlüssen angeschlossenen Emp-
fängerschaltungen R0, ..., R15 empfangen und zu ei-
ner steigenden Flanke F1 eines Taktsignals CLK auf
den Bus IB eingespeist. Der Bus IB ist, wie oben er-
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läutert, ein schmaler Bus mit beispielsweise 16 Lei-
tungen, über die die Daten D0, .... D15 als Datenpa-
kete Data0a und Data0b zu der Speicherschaltung 20
geleitet werden.

[0009] Nach dem Anlegen der Datenpakete Data0a
und Data0b werden nachfolgend das Datenpaket
Data1a aus Daten D0, ..., D7 an die Datenanschlüsse
DQ0, ..., DQ7 angelegt und das Datenpaket Data1b,
das die Daten D7, ..., D15 umfasst, an die Datenan-
schlüsse DQ7, ..., DQ15 angelegt. Zu einer nächs-
ten fallenden Flanke F2 des Taktsignals CLK werden
diese Datenpakete über die Leitungen des Busses
IB der Speicherschaltung 20 zugeführt. Ebenso wer-
den nachfolgend die Datenpakete Data2a, Data2b
und Data3a, Data3b an die Datenanschlüsse des in-
tegrierten Halbleiterspeichers angelegt und zu den
Flanken F3 und F4 des Taktsignals CLK als Daten-
strom Data2 und Data3 über den Bus IB der Spei-
cherschaltung 20 zugeführt.

[0010] Die Datenströme Data0, Data1, Data2 und
Data3, die zu unterschiedlichen Flanken über den
Bus IB übertragen worden sind und somit zu unter-
schiedlichen Zeiten an der Speicherschaltung 20 an-
gekommen sind, werden in der Speicherschaltung
20 zwischengespeichert und zu einer gemeinsamen
Flanke des Taktsignals CLK, im Beispiel der Fig. 2
der Flanke F7, auf die 64 Leitungen des Datenbusses
DB ausgegeben. Das Datenpaket Data0a, das die
Daten D0, ..., D7 umfasst und zur Flanke F1 des Takt-
signals CLK über den Bus IB übertragen worden ist,
wird in den Speicherzellen 0, 1, 2 und 3 im Bereich Q1
beziehungsweise in den Speicherzellen 4, 5, 6 und 7
im Bereich Q2 gespeichert. Die Daten D8, ..., D11 des
Datenpaketes Data0b, das ebenfalls zu der Flanke
F1 des Taktsignals CLK über den Bus IB übertragen
worden ist, werden in den Speicherzellen 8, 9, 10 und
11 im Bereich Q3 und die Daten D12, ..., D15 des Da-
tenpaketes Data0b werden in den Speicherzellen 12,
13, 14 und 15 im Bereich Q4 gespeichert. Entspre-
chend werden die übrigen Datenpakete Data1a und
Data1b, die zur Flanke F2 des Taktsignals CLK aber
den Bus IB zur Speicherschaltung 20 übertragen wor-
den sind, die Datenpakete Data2a und Data2b, die
zur Flanke F3 des Taktsignals CLK über den Bus IB
der Speicherschaltung 20 zugeführt worden sind, und
die Datenpakete Data3a und Data3b, die zur Flan-
ke F4 des Taktsignals CLK der Speicherschaltung 20
zugeführt worden sind, in den in Fig. 1 gezeigt Berei-
chen der Speicherbank 100 gespeichert.

[0011] Die Speicherschaltung 20 speist somit sämt-
liche Datenpakete Data0a, Data0b, ..., Data3a,
Data3b zu einer gemeinsamen Flanke des Taktsi-
gnals CLK auf den Datenbus DB ein, von dem aus sie
in den entsprechenden Bereichen des Speicherzel-
lenfeldes 100 gespeichert werden. Die Übertragung
der Datenpakete über den Datenbus DB erfolgt asyn-
chron.

[0012] Bei einem Schreibvorgang auf das Speicher-
zellenfeld 100 werden die Speicherzellen, die in der
Nähe des zugehörigen Wortleitungstreibers WT an-
geordnet sind, am Ende eines Schreibvorgangs als
erste gesperrt, da die Änderung der Steuerspannung
auf der Wortleitung in der Nähe des jeweiligen Wort-
leitungstreibers zuerst wirksam wird. Da die Daten-
pakete Data0a, Data0b, ..., Data3a, Data3b gemein-
sam auf den Datenbus DB eingespeist werden, tritt
das Problem auf, dass Speicherzellen, die in der Nä-
he des jeweiligen Wortleitungstreibers liegen, sich bei
einem Schreibvorgang zeitkritisch verhalten, wenn
die ihnen zugeführten Daten noch nicht vollständig
gespeichert sind und die Auswahltransistoren dieser
Speicherzellen durch die wirksam werdende Ände-
rung der Steuerspannung auf der Wortleitung wieder
gesperrt werden.

[0013] Fig. 3 zeigt einen Lesezugriff auf die Spei-
cherzellen des Speicherzellenfeldes 100. Bei ei-
nem Lesezugriff werden an den Datenanschlüssen
DQ0, ..., DQ15 Daten ausgegeben, die aus Speicher-
zellen 0, ..., 3 des Bereiches Q1, Speicherzellen 4, ...,
7 des Bereiches Q2, Speicherzellen 8, 11 des Berei-
ches Q3 und Speicherzellen 12, ..., 15 des Bereiches
Q4 ausgelesen worden sind. Nach dem Aktivieren ei-
ner gemeinsamen Wortleitung in den Bereichen Q1
und Q3 und einer gemeinsamen Wortleitung in den
Bereichen Q2 und Q4 liegen als erstes die Daten des
Datenpaketes Data0a aus den Speicherzellen 0, ..., 3
des Bereiches Q1 und aus den Speicherzellen 4, ..., 7
des Bereiches Q2 sowie das Datenpaket Data1a mit
Daten, die in den Speicherzellen 0, ..., 3 des Berei-
ches Q1 und in den Speicherzellen 4, ..., 7 des Berei-
ches Q2 gespeichert worden sind, an der Speicher-
schaltung 20 an. Nachfolgend liegen die Datenpake-
te Data2a und Data3a, die ebenfalls in den Speicher-
bereichen Q1 und Q2 gespeichert worden sind, an
der Speicherschaltung 20 an. Zuletzt treffen die Da-
tenpakete Data0b, Data1b und Data2b, Data3b, die
in Speicherbereichen abgespeichert sind, die von der
Speicherschaltung 20 weiter entfernt liegen, an der
Speicherschaltung 20 ein.

[0014] Die anliegenden Daten, im Beispiel der Fig. 1
und Fig. 3 insgesamt 64 Daten auf dem 64 Bit breiten
Datenbus DB, werden zu einer gemeinsamen Flanke
F3 des Taktsignals CLK in der Speicherschaltung 20
gespeichert. Die Daten werden anschließend nach-
einander sequentiell auf den 16 Bit breiten Bus IB als
Datenströme Data0, ..., Data3 ausgegeben und er-
scheinen zeitlich versetzt zu den Flanken F4, F5, F6
und F7 an den Datenanschlüssen DQ0, ..., DQ15.

[0015] Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, liegen die Da-
tenpakete, die aus dem Speicherzellenfeld ausgele-
sen werden, unterschiedlich lange an der Speicher-
schaltung 20 an, bevor sie in der Speicherschaltung
20 zwischengespeichert werden. Die Datenpakete
Data0a, Data1a, die am frühesten an der Speicher-
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schaltung 20 eintreffen, liegen am längsten mit einer
Setup-Zeit ts0 an der Speicherschaltung 20 an. Die
Datenpakete Data2a, Data3a liegen mit einer Setup-
Zeit ts1, die Datenpakete Data0b, Data1b liegen mit
einer Setup-Zeit ts2 und die aufgrund des langen Da-
tenpfades an der Speicherschaltung 20 zuletzt ein-
treffenden Daten Data2b, Data3b liegen mit einer re-
lativ kurzen Setup-Zeit ts3 an der Speicherschaltung
20 an, bevor sie in der Speicherschaltung 20 zwi-
schengespeichert werden.

[0016] Ein Auslesevorgang, wie in Fig. 3 gezeigt, hat
den Nachteil, dass Daten, die bereits frühzeitig an
der Speicherschaltung 20 anliegen, erst zwischenge-
speichert werden, wenn die Daten aus den übrigen
Bereichen des Speicherzellenfeldes und somit auch
Datenpakete, die wesentlich später an der Speicher-
schaltung 20 eintreffen, anliegen. Dies bedingt für ei-
nen Auslesevorgang eine große Latenzzeit.

[0017] Die Druckschrift DE 10223726 A1 betrifft ei-
nen integrierten Speicher in Prefetch-Architektur, bei
dem Daten mit unterschiedlicher Signallaufzeit aus
einem Speicherzellenfeld ausgelesen werden und ei-
nem Anschlussfeld zur Ausgabe der Daten zugeführt
werden.

[0018] Die Druckschrift US 6,512,719 B2 betrifft ei-
nen Halbleiterspeicher, bei dem Daten aus einem
Speicherzellenfeld ausgelesen und vor der Ausgabe
in einer Verstärkerschaltung verstärkt und mit unter-
schiedlichen Verzögerungszeiten ausgegeben wer-
den.

[0019] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, einen integrierten Halbleiterspeicher mit taktge-
steuertem Speicherzugriff anzugeben, bei dem ein
Schreibzugriff möglichst zuverlässig durchführbar ist.
Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, ein Verfahren zum Betreiben eines integrierten
Halbleiterspeichers mit taktgesteuertem Speicherzu-
griff anzugeben, bei dem das Einschreiben von Daten
in Speicherzellen möglichst zuverlässig durchführbar
ist.

[0020] Die Aufgabe in Bezug auf den integrierten
Halbleiterspeicher wird gelöst durch einen integrier-
ten Halbleiterspeicher mit taktgesteuertem Speicher-
zugriff mit mindestens einem Datenanschluss zur
Ein-/Ausgabe eines Datums, mit einem Speicherzel-
lenfeld mit Speicherzellen zur Speicherung von Da-
ten, mit einer Takterzeugerschaltung zur Erzeugung
eines Taktsignals, mit einer Speicherschaltung zur
Speicherung eines Datums und mit einer Steuer-
schaltung zur Steuerung eines Speicherns von Da-
ten in die Speicherschaltung und zur Steuerung einer
Ausgabe von Daten aus der Speicherschaltung. Die
Speicherschaltung ist dabei mit dem Speicherzellen-
feld und mit dem mindestens einen Datenanschluss
verbunden. Die Steuerschaltung steuert die Spei-

cherschaltung derart an, dass bei einem Schreib-
zugriff auf die Speicherzellen des Speicherzellen-
feldes ein der Speicherschaltung von dem mindes-
tens einen Datenanschluss zugeführtes erstes Da-
tum zu einer ersten Flanke des Taktsignal und ein der
Speicherschaltung von dem mindestens einen Da-
tenanschluss nachfolgend zugeführtes zweites Da-
tum zu einer der ersten Flanke nachfolgenden zwei-
ten Flanke des Taktsignals in der Speicherschal-
tung zwischengespeichert wird. Des Weiteren steu-
ert die Steuerschaltung die Speicherschaltung der-
art an, dass bei dem Schreibzugriff das zwischen-
gespeicherte erste Datum zu einer der ersten Flan-
ke nachfolgenden dritte Flanke des Taktsignals aus
der Speicherschaltung ausgegeben und dem Spei-
cherzellenfeld zugeführt wird und das zwischenge-
speicherte zweite Datum zu einer vierten Flanke des
Taktsignals aus der Speicherschaltung ausgegeben
und dem Speicherzellenfeld zugeführt wird, wobei die
vierte Flanke eine zu der dritten Flanke nachfolgende
Flanke ist.

[0021] Bei einer Weiterbildung des integrierten Halb-
leiterspeichers steuert die Steuerschaltung die Spei-
cherschaltung derart an, dass bei einem Lesezugriff
auf die Speicherzellen des Speicherzellenfeldes das
der Speicherschaltung von dem Speicherzellenfeld
zugeführte erste Datum zu einer ersten Flanke des
Taktsignals und das der Speicherschaltung nachfol-
gend zugeführte zweite Datum zu einer der ersten
Flanke nachfolgenden zweiten Flanke des Taktsi-
gnals in der Speicherschaltung zwischengespeichert
wird.

[0022] Des Weiteren steuert die Steuerschaltung die
Speicherschaltung derart an, dass bei dem Lesezu-
griff das zwischengespeicherte erste Datum zu einer
der ersten Flanke nachfolgenden dritten Flanke des
Taktsignals aus der Speicherschaltung ausgegeben
und dem mindestens einen Datenanschluss zuge-
führt wird und das zwischengespeicherte zweite Da-
tum zu einer vierten Flanke des Taktsignals aus der
Speicherschaltung ausgegeben und dem mindestens
einen Datenanschluss zugeführt wird, wobei die vier-
te Flanke eine zu der dritten Flanke nachfolgende
Flanke ist.

[0023] Bei einer anderen Ausführungsform des in-
tegrierten Halbleiterspeichers umfasst das Speicher-
zellenfeld eine erste der Speicherzellen und eine
zweite der Speicherzellen, wobei die erste der Spei-
cherzellen in einem ersten Bereich des Speicherzel-
lenfeldes angeordnet ist und die zweite der Speicher-
zellen in einem zweiten Bereich des Speicherzellen-
feldes angeordnet ist, wobei der erste Bereich näher
an der Speicherschaltung liegt als der zweite Bereich.

[0024] Bei einer anderen Ausgestaltungsform des
integrierten Halbleiterspeichers wird bei dem
Schreibzugriff das erste Datum in der ersten der
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Speicherzellen und das zweite Datum in der zweiten
der Speicherzellen gespeichert. Es ist auch möglich,
dass bei dem Speicherzugriff das erste Datum in der
zweiten der Speicherzellen und das zweite Datum in
der ersten der Speicherzellen gespeichert wird. In ei-
ner bevorzugten Ausführungsform wird bei dem Le-
sezugriff das erste Datum aus der ersten der Spei-
cherzellen und das zweite Datum aus der zweiten der
Speicherzellen ausgelesen.

[0025] Im Folgenden wird ein Verfahren zum Be-
treiben des integrierten Halbleiterspeichers beschrie-
ben. Das Verfahren sieht das Bereitstellen eines in-
tegrierten Halbleiterspeichers mit mindestens einem
Datenanschluss zur Ein-/Ausgabe eines Datums,
mit einem Speicherzellenfeld mit Speicherzellen zur
Speicherung von Daten und mit einer Speicherschal-
tung zur Speicherung eines Datums vor. Ein erstes
Datum wird an den Datenanschluss zum Einschrei-
ben in eine der Speicherzellen des Speicherzellen-
feldes angelegt. Nachfolgend wird ein zweites Da-
tum an den Datenanschluss zum Einschreiben in ei-
ne der Speicherzellen des Speicherzellenfeldes an-
gelegt. Das erste und das zweite Datum werden der
Speicherschaltung zugeführt, wobei das erste Datum
der Speicherschaltung vor dem zweiten Datum zu-
geführt wird. Das erste Datum wird in der Speicher-
schaltung zu einer ersten Flanke eines Taktsignals
gespeichert. Das zweite Datum wird in der Speicher-
schaltung zu einer der ersten Flanke nachfolgenden
zweiten Flanke des Taktsignals gespeichert. Das ers-
te Datum wird aus der Speicherschaltung zu einer der
ersten Flanke des Taktsignals nachfolgenden dritten
Flanke ausgegeben. Das erste Datum wird dem Spei-
cherzellenfeld zum Einschreiben in eine der Spei-
cherzellen zugeführt. Das zweite Datum wird aus der
Speicherschaltung zu einer vierten Flanke des Takt-
signals ausgegeben, wobei die vierte Flanke eine zu
der dritten Flanke nachfolgende Flanke ist. Das zwei-
te Datum wird dem Speicherzellenfeld zum Einschrei-
ben in eine der Speicherzellen des Speicherzellenfel-
des zugeführt.

[0026] Bei einer anderen Ausführungsform des Ver-
fahrens wird das erste Datum aus einer der Speicher-
zellen ausgelesen und der Speicherschaltung zuge-
führt. Nachfolgend wird das zweite Datum aus einer
der Speicherzellen des Speicherzellenfeldes ausge-
lesen und der Speicherschaltung zugeführt. Das ers-
te Datum wird in der Speicherschaltung zu der ersten
Flanke des Taktsignals gespeichert. Das zweite Da-
tum wird in der Speicherschaltung zu der der ersten
Flanke nachfolgend zweiten Flanke des Taktsignals
gespeichert. Das erste Datum wird aus der Speicher-
schaltung zu einer der ersten Flanke des Taktsignals
nachfolgenden dritten Flanke ausgegeben. Das erste
Datum wird dem mindestens einem Datenanschluss
zur Ausgabe des ersten Datums zugeführt. Das zwei-
te Datum wird aus der Speicherschaltung zu der vier-
ten Flanke des Taktsignals ausgegeben, wobei die

vierte Flanke eine zu der dritten Flanke nachfolgende
Flanke ist. Das zweite Datum wird dem mindestens
einen Datenanschluss zur Ausgabe des zweiten Da-
tums zugeführt.

[0027] Bei einer anderen Ausführungsform des Ver-
fahrens wird bei dem Einschreiben des ersten und
zweiten Datums das erste Datum in eine erste der
Speicherzellen und das zweite Datum in eine zweite
der Speicherzellen eingeschrieben, wobei die erste
der Speicherzellen in einem ersten Bereich des Spei-
cherzellenfeldes und die zweite der Speicherzellen in
einem zweiten Bereich des Speicherzellenfeldes an-
geordnet ist, wobei der erste Bereich näher an der
Speicherschaltung liegt als der zweite Bereich.

[0028] Eine andere Ausführungsform des Verfah-
rens sieht vor, dass bei dem Einschreiben des ersten
und zweiten Datums das erste Datum in eine zweite
der Speicherzellen und das zweite Datum in eine ers-
te der Speicherzellen eingeschrieben wird, wobei die
erste der Speicherzellen in einem ersten Bereich des
Speicherzellenfeldes und die zweite der Speicherzel-
len in einem zweiten Bereich des Speicherzellenfel-
des angeordnet ist, wobei der erste Bereich näher an
der Speicherschaltung liegt als der zweite Bereich.

[0029] Weitere Ausführungsformen in Bezug auf den
integrierten Halbleiterspeicher sowie auf das Verfah-
ren zum Betreiben des integrierten Halbleiterspei-
chers sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

[0030] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Figuren, die Ausführungsbeispiele der vorliegenden
Erfindung zeigen, näher erläutert. Es zeigen:

[0031] Fig. 1 einen Schreib- und Lesezugriff auf ein
Speicherzellenfeld eines integrierten Halbleiterspei-
chers, das über einen Bus mit einer Speicherschal-
tung zum Einschreiben und Auslesen von Daten ver-
bunden ist,

[0032] Fig. 2 ein Zeitdiagramm beim Einschreiben
von Datenpaketen in ein Speicherzellenfeld,

[0033] Fig. 3 ein Zeitdiagramm beim Auslesen von
Datenpaketen aus einem Speicherzellenfeld,

[0034] Fig. 4 eine Ausführungsform eines integrier-
ten Halbleiterspeichers mit mehreren Speicherbän-
ken,

[0035] Fig. 5 ein Zeitdiagramm beim Einschreiben
von Daten in Speicherzellen eines Speicherzellenfel-
des,

[0036] Fig. 6 einen Schreibzugriff auf ein Speicher-
zellenfeld eines integrierten Halbleiterspeichers, das
über einen Bus mit einer Speicherschaltung zum Ein-
schreiben und Auslesen von Daten verbunden ist,
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[0037] Fig. 7 ein Zeitdiagramm beim Auslesen von
Daten aus einem Speicherzellenfeld,

[0038] Fig. 8 einen Lesezugriff auf ein Speicher-
zellenfeld eines integrierten Halbleiterspeichers, das
über einen Bus mit einer Speicherschaltung zum Ein-
schreiben und Auslesen von Daten verbunden ist,

[0039] Fig. 9 einen Schreibzugriff auf ein Speicher-
zellenfeld eines integrierten Halbleiterspeichers, das
über einen Bus mit einer Speicherschaltung zum Ein-
schreiben und Auslesen von Daten verbunden ist,

[0040] Fig. 10 ein Zeitdiagramm beim Auslesen von
Daten aus einem Speicherzellenfeld,

[0041] Fig. 11 einen Lesezugriff auf ein Speicher-
zellenfeld eines integrierten Halbleiterspeichers, das
über einen Bus mit einer Speicherschaltung zum Ein-
schreiben und Auslesen von Daten verbunden ist,

[0042] Fig. 12 einen Datenbus mit mehreren Leitun-
gen.

[0043] Fig. 4 zeigt einen integrierten Halbleiterspei-
cher mit vier Speicherbänken 100, 200, 300 und 400.
Zum Anlegen von Daten, die in Speicherzellen einer
Speicherbank eingeschrieben werden sollen, bezie-
hungsweise zur Ausgabe von Daten, die aus Spei-
cherzellen einer Speicherbank ausgelesen werden,
weist der Halbleiterspeicher mehrere Datenanschlüs-
se DQ0, ..., DQ15 auf. Jeder der Datenanschlüsse ist
mit einer Empfängerschaltung R0, ..., R15 zum Emp-
fang beziehungsweise zur Ausgabe der Daten ver-
bunden. Die Empfängerschaltungen sind über einen
Bus IB, der im Beispiel der Fig. 4 als ein 16 Bit breiter
Bus mit 16 Leitungen ausgebildet ist, mit einer Spei-
cherschaltung 20, beispielsweise einem Latch, ver-
bunden.

[0044] Die Speicherschaltung 20 ist über einen brei-
ten parallelen Datenbus DB mit den einzelnen Spei-
cherbänken verbunden. Aus Gründen der besseren
Übersicht ist in Fig. 4 nur eine Verbindung der Spei-
cherschaltung 20 über den Datenbus DB mit der
Speicherbank 100 dargestellt. Der Datenbus DB ist
als ein 64 Bit breiter Bus, der insgesamt 64 Leitun-
gen umfasst, ausgebildet. Das Speichern von Daten
in der Speicherschaltung 20 sowie das Ausgeben der
gespeicherten Daten auf den Datenbus DB und den
Bus IB wird von einer Steuerschaltung 40 gesteuert.

[0045] Des Weitern sind die Empfängerschaltungen
R0, ..., R15 und die Speicherschaltung 20 mit einer
Takterzeugerschaltung 30 zur Erzeugung eines Takt-
signals CLK verbunden. Die Empfängerschaltungen
speisen taktgesteuert von dem Taktsignal CLK die
von den Datenanschlüssen empfangenen Daten auf
den Bus IB ein beziehungsweise führen die von dem
Bus IB empfangenen Daten den Datenanschlüssen

DQ0, ..., DQ15 synchron zu dem Taktsignal CLK zu.
Das Speichern von Daten in der Speicherschaltung
20 beziehungsweise das Ausgeben von Daten aus
der Speicherschaltung 20 erfolgt ebenfalls synchron
zu dem Taktsignal CLK.

[0046] Im Folgenden wird ein Schreibzugriff auf die
Speicherzellen des Speicherzellenfeldes 100 anhand
der Fig. 5 und Fig. 6 beschrieben. Fig. 6 zeigt die
Speicherbank 100 mit den Bereichen Q1, Q2, Q3
und Q4, in denen Speicherzellen angeordnet sind, die
zum Einschreiben von Daten beziehungsweise zum
Auslesen von Daten mit dem Datenbus DB verbun-
den sind. Der Datenbus DB ist mit einer Speicher-
schaltung 20 verbunden, die wiederum mit dem Bus
IB verbunden ist. Fig. 5 zeigt ein Zeitdiagramm beim
Einschreiben von Datenpaketen in die Speicherzel-
len des Speicherzellenfeldes 100.

[0047] Zunächst werden die Datenpakete Data0a
mit den Daten D0, ..., D7 und Data0b mit den Da-
ten D8, ..., D15 an die Datenanschlüsse DQ0, ...,
DQ15 angelegt, wobei die Daten D0, ..., D7 des Da-
tenpaketes Data0a an die Datenanschlüsse DQ0, ...,
DQ7 und die Daten D8, ..., D15 des Datenpake-
tes Data0b an die Datenanschlüsse DQ8, ..., DQ15
angelegt werden. Die von den Empfängerschaltun-
gen R0, ..., R15 empfangenen Datenpakete Data0a,
Data0b werden als Datenstrom Data0 zu einer Flan-
ke F0 des Taktsignals CLK von den Empfängerschal-
tungen auf den Bus IB als Datenstrom Data0 einge-
speist. Nachfolgend werden die weiteren Datenpa-
kete Data1a, Data1b, Data2a, Data2b und Data3a,
Data3b an die Datenanschlüsse angelegt. Dabei wer-
den die Datenpakete Data1a, Data1b als Datenstrom
Data1 zu der Flanke F2 des Taktsignals CLK auf den
Bus IB eingespeist. Entsprechend werden die Daten-
pakete Data2a, Data2b und Data3a, Data3b als Da-
tenstrom Data2 und Datenstrom Data3 zu der Flan-
ke F3 beziehungsweise zu der Flanke F4 des Takt-
signals CLK auf den Bus IB eingespeist. Die Daten-
ströme werden somit auf dem 16 Bit breiten Bus IB
sequentiell zu der Speicherschaltung 20 übertragen.

[0048] Der Datenstrom Data0 erreicht die Speicher-
schaltung 20 als erstes. Nachfolgend treffen die zu
den späteren Flanken des Taktsignals CLK auf den
Bus IB eingespeisten Datenströme Data1, Data2 und
Data3 an der Speicherschaltung 20 ein. Im Gegen-
satz zu der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform
des integrierten Halbleiterspeichers werden die Da-
tenströme entsprechend ihrer Ankunftszeit an der
Speicherschaltung 20 zu unterschiedlichen Flanken
des Taktsignals CLK auf den Datenbus DB einge-
speist. So werden die zuerst an der Speicherschal-
tung 20 ankommenden Daten Data0a, Data0b des
Datenstromes Data0 zur Flanke F2 des Taktsignals
CLK auf den Datenbus eingespeist. Die nachfolgend
ankommenden Datenströme Data1, Data2 und Da-
ta3 werden zu den nächst folgenden Flanken des
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Taktsignals CLK auf den Datenbus eingespeist. Da-
durch wird vermieden, dass frühzeitig an der Spei-
cherschaltung 20 einreffende Datenpakete eine lan-
ge Wartezeit erfahren, bevor sie gemeinsam mit spä-
ter an der Speicherschaltung eintreffenden Datenpa-
keten an das Speicherzellenfeld 100 weitergeleitet
werden.

[0049] Fig. 6 zeigt die Zuordnung der einzelnen Da-
tenströme zu Bereichen innerhalb der Speicherbank
100 bei einer ersten Variante eines Schreibzugriffs.
Entsprechend Fig. 6 wird der Datenstrom Data0, der
zu der Flanke F2 des Taktsignals CLK auf den Daten-
bus DB eingespeist worden ist, in den Speicherzellen
0''', ..., 15''' im Bereich Q3 und Q4 des Speicherzel-
lenfeldes 100 abgespeichert. Der zur Flanke F3 von
der Speicherschaltung 20 ausgegebene Datenstrom
Data1 wird in den Speicherzellen 0'', ..., 15'' in den
Speicherbereichen Q3 und Q4 gespeichert. Der zur
Flanke F4 auf den Datenbus DB eingespeiste Daten-
strom Data2 wird in den Speicherzellen 0', ..., 15' im
Speicherbereich Q1 und Q2 des Speicherzellenfel-
des 100 gespeichert. Schließlich wird der zuletzt zur
Flanke F5 auf den Datenbus DB von der Speicher-
schaltung 20 ausgegebene Datenstrom Data3 in den
Speicherzellen 0, ..., 15 in den Speicherbereichen Q1
und Q2 gespeichert.

[0050] Durch ein derartiges Einschreiben von Daten-
strömen in Speicherzellen einer Speicherbank wer-
den diejenigen Daten, die als erstes an der Speicher-
schaltung 20 zur Verfügung stehen, in denjenigen
Speicherbereichen der Speicherbank abgespeichert,
die am weitesten von der Speicherschaltung 20 be-
ziehungsweise von den Wortleitungstreibern entfernt
sind. Die Daten haben von der Speicherschaltung
ausgehend bis in die weit von der Speicherschaltung
20 entfernt liegenden Bereiche des Speicherzellen-
feldes eine lange Laufzeit. Da jedoch diejenigen Da-
ten, die am frühesten an der Speicherschaltung ein-
treffen, in die von den Wortleitungstreibern am wei-
testen entfernten Bereiche eingeschrieben werden,
wird sichergestellt, dass die Daten bereits zuverläs-
sig gespeichert sind, bevor die Speicherzellen durch
ein entsprechendes Steuerpotential auf der Wortlei-
tung gesperrt werden.

[0051] Ein Lesezugriff wird anhand der Fig. 7 und
Fig. 8 beschrieben. Fig. 7 zeigt ein Zeitdiagramm von
Datenströmen Data0, ..., Data3 beim Auslesen von
Speicherzellen des Speicherzellenfeldes 100. Fig. 8
zeigt das Speicherzellenfeld 100 mit den zu den Flan-
ken des Taktsignals CLK der Fig. 7 ausgelesenen
Datenströmen Data0, ..., Data3. Durch ein entspre-
chendes Steuerpotential auf der Wortleitung, die mit
dem Wortleitungstreiber WT1 beziehungsweise mit
dem Wortleitungstreiber WT2 verbunden ist, werden
die mit der Wortleitung verbundenen Speicherzellen
für einen Auslesevorgang aktiviert und sind somit lei-

tend mit der an sie jeweilig angeschlossenen Bitlei-
tung verbunden.

[0052] Aufgrund des kurzen Datenpfades liegt der
Datenstrom Data3 als erster an der Speicherschal-
tung 20 an. Nachfolgend treffen die Datenströme Da-
ta2, Data1 und Data0 an der Speicherschaltung 20
ein. Gemäß der Erfindung wird der zuerst eingetrof-
fene Datenstrom Data3 nach einer kurzen Setup-Zeit
ts0 bereits zu der Flanke F1 des Taktsignals CLK in
der Speicherschaltung 20 gespeichert. Der Daten-
strom Data3 wird auch als erstes von der Speicher-
schaltung 20 zur Flanke F2 des Taktsignals auf den
Bus IB ausgegeben und den Empfängerschaltungen
R0, ..., R15 zugeführt. Zur Flanke F2 wird der als
nächstes an der Speicherrschaltung 20 eintreffen-
de Datenstrom Data2 in der Speicherschaltung 20
zwischengespeichert und zur nächstfolgenden Flan-
ke F3 auf den Bus IB ausgegeben und den Emp-
fängerschaltungen zugeführt. Der Datenstrom Data1
wird nach einer Setup-Zeit ts2 zur Flanke F3 in der
Speicherschaltung 20 zwischengespeichert und zur
Flanke F4 auf den Bus IB ausgegeben. Der Daten-
strom Data0, der der Speicherschaltung 20 aus dem
am weitest entfernten Bereich des Speicherzellenfel-
des zugeführt wird, wird nach einer Setup-Zeit ts3 zur
Flanke F4 des Taktsignals CLK in der Speicherschal-
tung 20 zwischengespeichert und zur Flanke F5 auf
den Bus IB ausgegeben.

[0053] Bei einem Lesezugriff auf Speicherzellen des
Speicherzellenfeldes 104, wie in Fig. 8 dargestellt,
wird der zuerst an der Speicherschaltung 20 anlie-
gende Datensatz in der Speicherschaltung 20 ge-
speichert und auch als erstes wieder ausgegeben
und den Datenanschlüssen zugeführt. Es ist somit
nicht mehr erforderlich, dass der Datensatz, der als
erster an der Speicherschaltung 20 anliegt, erst dann
in die Speicherschaltung eingelesen wird bzw. auf
den Datenbus IB ausgegeben wird, wenn alle Daten
des Speicherzellenfeldes an der Speicherschaltung
20 eingetroffen sind. Somit wird das Auslesen von
Daten aus dem Speicherzellenfeld beschleunigt und
die Latenzzeit beim Auslesen verringert.

[0054] Fig. 9 zeigt eine weitere Variante bei Ein-
schreiben von Daten in Speicherzellen des Speicher-
zellenfeldes 100. Gemäß Fig. 9 wird der Datenstrom
Data0, der zur Flanke F2 des Taktsignals CLK auf
den Datenbus DB eingespeist worden ist, in den
Speicherzellen 0, ..., 15 in den Speicherbereichen Q1
und Q2 des Speicherzellenfeldes abgespeichert. Die
Daten des Datenstroms Data1, die zur Flanke F3 des
Taktsignals CLK von der Speicherschaltung 20 auf
den Datenbus DB ausgegeben werden, werden in
den Speicherzellen 0', ..., 15' in den Speicherberei-
chen Q1 und Q2 des Speicherzellenfeldes 100 abge-
speichert. Der Datenstrom Data2, der zur Flanke F4
des Taktsignals CLK von der Speicherschaltung 20
auf den Datenbus DB ausgegeben worden ist, wird
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in den Speicherzellen 0'', ..., 15'', die in den Berei-
chen Q3 und Q4 des Speicherzellenfeldes angeord-
net sind, eingeschrieben. Die Daten des Datenstro-
mes Data3, die als letzte Daten zur Flanke F5 des
Taktsignals CLK auf den Datenbus DB ausgegeben
worden sind, werden in den Speicherzellen 0''', ...,
15''' in den Speicherbereichen Q3 und Q4 des Spei-
cherzellenfeldes 100 gespeichert.

[0055] Bei der in Fig. 9 gezeigte Ausführungsform
werden beim Abspeichern von Daten in den Spei-
cherzellen des Speicherzellenfeldes 100 diejenigen
Daten, die als erste auf den Datenbus DB ausgege-
ben worden sind, in denjenigen Speicherzellen ge-
speichert, die aufgrund ihrer Nähe zum Wortleitungs-
treiber als erste durch ein entsprechendes Steuer-
potential auf der Wortleitung wieder deaktiviert wer-
den, indem ihr Auswahltransistor gesperrt wird. Da-
durch wird sichergestellt, dass auch in denjenigen
Speicherzellen, die den Wortleitungstreibern WT am
nächsten liegen, Daten sicher gespeichert werden.

[0056] Ein Lesezugriff auf ein Speicherzellenfeld,
das wie in Fig. 9 gezeigt im Daten beschrieben wor-
den ist, ist anhand der Fig. 10 und Fig. 11 verdeut-
licht. Fig. 10 zeigt ein Zeitdiagramm der Datenströ-
me Data0, ..., Data3 beim Auslesen von Speicherzel-
len des Speicherzellenfeldes 100. Durch ein entspre-
chendes Steuerpotential auf den Wortleitungen, die
mit den Wortleitungstreibern WT1 beziehungsweise
WT2 verbunden sind, werden die mit diesen Wortlei-
tungen verbunden Speicherzellen für einen Auslese-
vorgang aktiviert und sind somit leitend mit den an sie
angeschlossenen Bitleitungen verbunden.

[0057] Aufgrund des kurzen Datenpfades trifft der
Datenstrom Data0 als erster an der Speicherschal-
tung 20 ein. Nachfolgend treffen die Datenströme Da-
ta1, Data2 und Data3 an der Speicherschaltung 20
ein. Der zuerst eingetroffene Datenstrom Data0 wird
nach einer kurzen Setup-Zeit ts0 bereits zur Flanke
F1 des Taktsignals CLK in der Speicherschaltung
20 gespeichert. Der Datenstrom Data0 wird auch als
erstes von der Speicherschaltung 20 zur Flanke F2
des Taktsignals auf den Bus IB ausgegeben und den
Empfängerschaltungen R0, ..., R15 zugeführt. Zur
Flanke F2 wird der als nächstes an der Speicher-
schaltung 20 eintreffende Datenstrom Data1 in der
Speicherschaltung 20 zwischengespeichert und zur
nächstfolgenden Flanke F3 auf den Bus IB ausgege-
ben und den Empfängerschaltungen zugeführt. Der
Datenstrom Data2 wird nach einer Setup-Zeit ts2 zur
Flanke F3 in der Speicherschaltung 20 zwischenge-
speichert und zur Flanke F4 auf den Bus IB aus-
gegeben. Der Datenstrom Data3, der der Speicher-
schaltung 20 aus dem am weitesten entfernten Be-
reich des Speicherzellenfeldes zugeführt wird, wird
nach einer Setup-Zeit ts3 zur Flanke F4 des Taktsi-
gnals CLK in der Speicherschaltung 20 zwischenge-

speichert und zur Flanke F5 auf den Bus IB ausge-
geben.

[0058] Auch bei der in den Fig. 10 und Fig. 11 ge-
zeigten Ausführungsform des Lesezugriffs wird der
zuerst an der Speicherschaltung 20 anliegende Da-
tensatz in der Speicherschaltung 20 zuerst gespei-
chert und auch als erstes wieder ausgegeben und
den Datenanschlüssen zugeführt. Es ist somit nicht
mehr erforderlich, dass der Datensatz, der als erster
an der Speicherschaltung 20 anliegt, erst dann in die
Speicherschaltung eingelesen wird beziehungsweise
auf den Datenbus IB ausgegeben wird, wenn alle Da-
ten des Speicherzellenfeldes an der Speicherschal-
tung 20 eingetroffen sind. Somit kann auch hier das
Auslesen von Daten aus dem Speicherzellenfeld be-
schleunigt und die Latenzzeit beim Auslesen verrin-
gert.

[0059] Fig. 12 zeigt eine Ausführungsform des Da-
tenbusses DB. Bei dieser Ausführungsform sind Lei-
tungen L0, auf denen Daten des Datenstromes Data0
übertragen werden, und Leitungen L2, auf denen Da-
ten des Datenstromes Data2 übertragen werden, so-
wie Leitungen L1 und L3, auf denen Daten der Daten-
ströme Data1 und Data3 übertragen werden, räum-
lich benachbart angeordnet. Da nebeneinander an-
geordnete Leitungen Datensignale von Daten führen,
die zu verschiedenen Flanken des Taktsignals CLK
von der Speicherschaltung 20 auf den Bus DB aus-
gegeben worden sind, wird eine Störung von Signa-
len auf den Busleitungen weitestgehend vermieden.

Bezugszeichenliste

10 integrierter Halbleiterspei-
cher

20 Speicherschaltung
30 Takterzeugerschaltung
40 Steuerschaltung
R Empfängerschaltung
DQ Datenanschluss
D Datum
IB Bus
DB Datenbus
100 Speicherbank
200 Speicherbank
300 Speicherbank
400 Speicherbank
0, ..., 15 Speicherzelle
Data Datenstrom
Data a, Data b Datenpaket
F Flanke eines Taktsignals
CLK Taktsignal
ts Setup-Zeit

Patentansprüche

1.  Integrierter Halbleiterspeicher mit taktgesteuer-
tem Speicherzugriff
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– mit mindestens einem Datenanschluss (DQ0) zur
Ein-/Ausgabe eines Datums (D0),
– mit einem Speicherzellenfeld (100) mit Speicherzel-
len (0, ..., 15) zur Speicherung von Daten (D0, ...,
D15),
– mit einer Takterzeugerschaltung (30) zur Erzeu-
gung eines Taktsignals (CLK),
– mit einer Speicherschaltung (20) zur Speicherung
eines Datums (D0, ..., D15),
– mit einer Steuerschaltung (40) zur Steuerung eines
Speicherns von Daten (D0, ..., D15) in die Speicher-
schaltung (20) und zur Steuerung einer Ausgabe von
Daten (D0, ..., D15) aus der Speicherschaltung (20),
– bei dem die Speicherschaltung (20) mit dem Spei-
cherzellenfeld (100) und mit dem mindestens einen
Datenanschluss (DQ0) verbunden ist,
– bei dem die Steuerschaltung (40) die Speicher-
schaltung (20) derart ansteuert, dass bei einem
Schreibzugriff auf die Speicherzellen des Speicher-
zellenfeldes ein der Speicherschaltung (20) von dem
mindestens einen Datenanschluss (DQ0) zugeführ-
tes erstes Datum (D0) zu einer ersten Flanke (F1)
des Taktsignals (CLK) und ein der Speicherschaltung
von dem mindestens einen Datenanschluss (DQ0)
nachfolgend zugeführtes zweites Datum (D0') zu ei-
ner der ersten Flanke nachfolgenden zweiten Flanke
(F2) des Taktsignals (CLK) in der Speicherschaltung
(20) zwischengespeichert wird,
– bei dem die Steuerschaltung (40) die Speicher-
schaltung (20) derart ansteuert, dass bei einem
Schreibzugriff das zwischengespeicherte erste Da-
tum (D0) zu einer der ersten Flanke nachfolgen-
den dritten Flanke des Taktsignals aus der Speicher-
schaltung (20) ausgegeben und dem Speicherzellen-
feld (100) zugeführt wird und das zwischengespei-
cherte zweite Datum (D0') zu einer vierten Flanke des
Taktsignals aus der Speicherschaltung (20) ausge-
geben und dem Speicherzellenfeld (100) zugeführt
wird, wobei die vierte Flanke eine zu der dritten Flan-
ke nachfolgende Flanke ist.

2.  Integrierter Halbleiterspeicher nach Anspruch 1,
– bei dem die Steuerschaltung (40) die Speicher-
schaltung (20) derart ansteuert, dass bei einem Le-
sezugriff auf die Speicherzellen des Speicherzellen-
feldes das der Speicherschaltung (20) von dem Spei-
cherzellenfeld (100) zugeführte erste Datum (D0) zu
einer ersten Flanke (F1) des Taktsignals (CLK) und
das der Speicherschaltung nachfolgend zugeführte
zweite Datum (D0') zu einer der ersten Flanke nach-
folgenden zweiten Flanke (F2) des Taktsignals (CLK)
in der Speicherschaltung (20) zwischengespeichert
wird,
– bei dem die Steuerschaltung (40) die Speicher-
schaltung (20) derart ansteuert, dass bei dem Lese-
zugriff das zwischengespeicherte erste Datum (D0)
zu einer der ersten Flanke (F1) nachfolgenden dritten
Flanke des Taktsignals aus der Speicherschaltung
(20) ausgegeben und dem mindestens einen Daten-
anschluss (DQ0) zugeführt wird und das zwischenge-

speicherte zweite Datum (D0') zu einer vierten Flanke
des Taktsignals aus der Speicherschaltung (20) aus-
gegeben und dem mindestens einen Datenanschluss
(DQ0) zugeführt wird, wobei die vierte Flanke eine zu
der dritten Flanke nachfolgende Flanke ist.

3.    Integrierter Halbleiterspeicher nach einem der
Ansprüche 1 oder 2, bei dem das Speicherzellenfeld
(100) eine erste der Speicherzellen (0) und eine zwei-
te der Speicherzellen (0') umfasst, wobei die erste
der Speicherzellen (0) in einem ersten Bereich des
Speicherzellenfeldes angeordnet ist und die zweite
der Speicherzellen (0') in einem zweiten Bereich des
Speicherzellenfeldes angeordnet ist, wobei der erste
Bereich näher an der Speicherschaltung (20) liegt als
der zweite Bereich.

4.    Integrierter Halbleiterspeicher nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei bei dem Schreibzugriff das
erste Datum (D0) in einer ersten der Speicherzellen
(0) und das zweite Datum (D0') in einer zweiten der
Speicherzellen (0') gespeichert wird.

5.    Integrierter Halbleiterspeicher nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei bei dem Schreibzugriff das
erste Datum (D0) in einer zweiten der Speicherzellen
(0') und das zweite Datum (DO') in einer ersten der
Speicherzellen (0) gespeichert wird.

6.    Integrierter Halbleiterspeicher nach einem der
Ansprüche 2 bis 5, wobei bei einem Lesezugriff das
erste Datum (D0) aus einer ersten der Speicherzellen
(0) und das zweite Datum (D0') aus einer zweiten der
Speicherzellen (0') ausgelesen wird.

7.    Integrierter Halbleiterspeicher nach einem der
Ansprüche 1 bis 6,
– bei dem die Speicherschaltung (20) über einen ers-
ten Bus (DB), der mehrere Leitungen (L0, L2) um-
fasst, mit dem Speicherzellenfeld (100) verbunden
ist,
– bei dem die Speicherschaltung (20) über einen
zweiten Bus (IB), der mehrere Leitungen umfasst,
mit den Datenanschlüssen (DQ0, ..., DQ15) des inte-
grierten Halbleiterspeichers verbunden ist,
– bei dem der erste Bus (DB) eine größere Anzahl
von Leitungen als der zweite Bus (IB) umfasst.

8.    Integrierter Halbleiterspeicher nach Anspruch
7, bei dem die mehreren Leitungen des ersten Bus-
ses (DB) derart angeordnet sind, dass nebeneinan-
der angeordnete Leitungen (L0, L2) Datensignale von
Daten (D0, D0'') führen, die zu verschiedenen Flan-
ken des Taktsignals (CLK) von der Speicherschal-
tung (20) auf den ersten Bus (DB) ausgegeben wor-
den sind.

9.    Integrierter Halbleiterspeicher nach einem der
Ansprüche 7 oder 8,
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– bei dem die Datenanschlüsse (DQ0, ..., DQ15) je-
weils mit einer Empfängerschaltung (R0, ..., R15) ver-
bunden sind,
– bei dem die Speicherschaltung (20) über den zwei-
ten Bus (IB) mit jeder der Empfängerschaltungen
(R0, ..., R15) verbunden ist.

10.  Integrierter Halbleiterspeicher nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, bei dem die Speicherzellen des
Speicherzellenfeldes als dynamische Speicherzellen
vom wahlfreien Zugriffstyp ausgebildet sind.

11.  Integrierter Halbleiterspeicher nach einem der
Ansprüche 7 bis 10, sofern Anspruch 10 auf einen der
Ansprüche 7 bis 9 rückbezogen ist, bei dem der erste
Bus (DB) als ein 64 Bit breiter Bus ausgebildet ist.

12.  Integrierter Halbleiterspeicher nach Anspruch
11, bei dem der zweite Bus (IB) als ein 4, 8 oder 16
Bit breiter Bus ausgebildet ist.

13.    Verfahren zum Betreiben eines integrierten
Halbleiterspeichers, umfassend die folgenden Schrit-
te:
– Bereitstellen eines integrierten Halbleiterspeichers
mit mindestens einem Datenanschluss (DQ0) zur
Ein-/Ausgabe eines Datums, mit einem Speicherzel-
lenfeld (100) mit Speicherzellen (0, ..., 15) zur Spei-
cherung von Daten (D0, ..., D15), mit einer Speicher-
schaltung (20) zur Speicherung eines Datums (D0, ...,
D15),
– Anlegen eines ersten Datums (D0) an den Daten-
anschluss (DQ0) zum Einschreiben in eine der Spei-
cherzellen (0) des Speicherzellenfeldes,
– nachfolgend Anlegen eines zweiten Datums (D0')
an den Datenanschluss (DQ0) zum Einschreiben in
eine der Speicherzellen (0') des Speicherzellenfel-
des,
– Zuführen des ersten und des zweiten Datums (D0,
D0') zu der Speicherschaltung (20), wobei das erste
Datum (D0) der Speicherschaltung vor dem zweiten
Datum (D0') zugeführt wird,
– Speichern des ersten Datums (D0) in der Speicher-
schaltung (20) zu einer ersten Flanke (F1) eines Takt-
signals (CLK),
– Speichern des zweiten Datums (D0') in der Spei-
cherschaltung (20) zu einer der ersten Flanke nach-
folgenden zweiten Flanke (F2) des Taktsignals,
– Ausgeben des ersten Datums (D0) aus der Spei-
cherschaltung (20) zu einer der ersten Flanke (F1)
des Taktsignals nachfolgenden dritten Flanke,
– Zuführen des ersten Datums zu dem Speicherzel-
lenfeld (100) zum Einschreiben in eine der Speicher-
zellen (0),
– Ausgeben des zweiten Datums (D0') aus der Spei-
cherschaltung (20) zu einer vierten Flanke des Takt-
signals, wobei die vierte Flanke eine zu der dritten
Flanke nachfolgende Flanke ist,

– Zuführen des zweiten Datums (D0') zu dem Spei-
cherzellenfeld (100) zum Einschreiben in eine der
Speicherzellen (0') des Speicherzellenfeldes.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, umfassend die
folgenden Schritte:
– Auslesen des ersten Datums (D0) aus einer der
Speicherzellen (0) des Speicherzellenfeldes (100)
und Zuführen des ersten Datums zu der Speicher-
schaltung (20),
– nachfolgend Auslesen des zweiten Datums (D0')
aus einer der Speicherzellen (0') des Speicherzellen-
feldes und Zuführen des zweiten Datums zu der Spei-
cherschaltung (20),
– Speichern des ersten Datums (D0) in der Speicher-
schaltung (20) zu der ersten Flanke (F1) des Taktsi-
gnals (CLK),
– Speichern des zweiten Datums (D0') in der Spei-
cherschaltung (20) zu der der ersten Flanke nachfol-
genden zweiten Flanke (F2) des Taktsignals,
– Ausgeben des ersten Datums (D0) aus der Spei-
cherschaltung (20) zu einer der ersten Flanke (F1)
des Taktsignals nachfolgenden dritten Flanke,
– Zuführen des ersten Datums (D0) zu dem mindes-
tens einen Datenanschluss (DQ0) zur Ausgabe des
ersten Datums,
– Ausgeben des zweiten Datums (D0') aus der Spei-
cherschaltung (20) zu der vierten Flanke des Takt-
signals, wobei die vierte Flanke eine zu der dritten
Flanke nachfolgende Flanke ist,
– Zuführen des zweiten Datums (D0') zu dem mindes-
tens einen Datenanschluss (DQ0) zur Ausgabe des
zweiten Datums.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder
14, wobei bei dem Einschreiben des ersten und zwei-
ten Datums (D0, D0') das erste Datum (D0) in eine
erste der Speicherzellen (0) und das zweite Datum
in eine zweite der Speicherzellen (0') eingeschrieben
wird, wobei die erste der Speicherzellen in einem ers-
ten Bereich des Speicherzellenfeldes und die zwei-
te der Speicherzellen in einem zweiten Bereich des
Speicherzellenfeldes angeordnet ist, wobei der erste
Bereich näher an der Speicherschaltung (20) liegt als
der zweite Bereich.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder
14, wobei bei dem Einschreiben des ersten und zwei-
ten Datums (D0, D0') das erste Datum (D0) in eine
zweite der Speicherzellen (0') und das zweite Datum
(D0') in eine erste der Speicherzellen (0) eingeschrie-
ben wird, wobei die erste der Speicherzellen in ei-
nem ersten Bereich des Speicherzellenfeldes und die
zweite der Speicherzellen in einem zweiten Bereich
des Speicherzellenfeldes angeordnet ist, wobei der
erste Bereich näher an der Speicherschaltung (20)
liegt als der zweite Bereich.

17.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei bei dem
Auslesen des ersten und zweiten Datums (D0, D0')
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das erste Datum (D0) aus der ersten der Speicher-
zellen (0) und das zweite Datum (D0') aus der zwei-
ten der Speicherzellen (0') ausgelesen wird.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2006 026 970 B4    2013.01.31

13/23



DE 10 2006 026 970 B4    2013.01.31

14/23



DE 10 2006 026 970 B4    2013.01.31

15/23



DE 10 2006 026 970 B4    2013.01.31

16/23



DE 10 2006 026 970 B4    2013.01.31

17/23



DE 10 2006 026 970 B4    2013.01.31

18/23



DE 10 2006 026 970 B4    2013.01.31

19/23



DE 10 2006 026 970 B4    2013.01.31

20/23



DE 10 2006 026 970 B4    2013.01.31

21/23



DE 10 2006 026 970 B4    2013.01.31

22/23



DE 10 2006 026 970 B4    2013.01.31

23/23


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

